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スイッチングアシスト回路を用いたMOSFETの損失改善
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■ ゲートドライブ電源を利用したMOSFETのスイッチングアシスト回路

研究背景

スイッチング時間

≪ターンオン時間≫

寄生入力容量Cgsの充電

ゲート駆動回路

≪ターンオフ時間≫

寄生出力容量Cdsの充電

ゲート駆動回路
インダクタインパルス重畳 スイッチングアシスト回路

高速スイッチング ⇔ 寄生容量：大

提案補助回路

主素子の出力容量を高速充電

Lc1にエネルギーをチャージ エネルギーをC1に転送

従来回路の問題点

まとめ
提案回路においてスイッチング損失の低減により14.8 ptの効率向上を確認

スイッチングアシスト回路

ハーフブリッジインバータ

≪デッドタイム期間≫

Cdsの充電 × ターンオン損失 → 効率悪化

提案回路の適用

≪デッドタイム期間≫

Cdsの充電 ○ ターンオン損失低減 → 効率改善

ターンオフ時間：寄生出力容量と負荷電流 ターンオフ時間：補助回路

実機検証 スイッチング周波数： 100 kHz，基本波周波数： 1 kHz，負荷抵抗： 8 Ω-1 mH，変調率: 0.2

≪ 従来回路 ≫ ≪ 提案回路 ≫
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寄生容量の充電電流を抑制 → スイッチング損失低減 14 W出力時に14.8 pt効率改善

短絡電流が発生 短絡電流を抑制


